= Si-Schaltdioden
3 Grenzwerte (T, = 25°C) Kennwerte (T, = 25°C) 2
: 1 Bau-
Ptol UR URRM Il“ :PRM I0 UF bei 1F lRmax bel UR C:c;tmax t1'r'm:.1x form
(mw) | (V) (v) (mA) | (mA) [(mA) [ (V) (ma)|  (pA) (v) (pF) | (ns) g
SAY 12 [430 |50 75 300 | 600 200 |[<1 200 | 0,1 50 aV | 42 | 88,87 E‘
SAY 16 [430 |30 35 300 [ 600 [200 |<1 200 | 0,1 30 V| 42 | ss,87
5 35
SAY 17 [300 |50 60 175 | 350 |us [<1 100 | 0,1 50 3V | 22 | gs,87
5 60
SAY 18 [300 |25 35 s |25 |15 |<1 30 | 0,07 25 aV | 2P | 8,87
5 35
say 20 [s00 |15 | 20 5 150 |so |<1 10 | 0,05 15 AV | 2 | gs,87
5 20
sAY 30 |150% 30 30 |60 < 0,81 3 0,04 25 89 | 652 | 88,89
>0,5 | 0,1
say 32 [150% |25 30 50 | 100 <1 15 | 0,04 25 8¥ | 652 | 88,80
say 40 [150Y |15 20 20 | 40 <o0,84] 3 0,06 15 89 | 102 | 88,89
>0,5 | 0,1
say 62 [150% |1 20 30 |60 <1 10 | 0,06 15 gD | 102 | 88,89
say 73 430 |50 75 300 | 600 [200 |<1 200 | 0,1 50 V| 42 | ss
sa 403 |100% |25 30 30 |60 < 0,81 3 0,04 25 89 | 65 90
>0,5 | 0,1
sa 412 [120% | 20 100 <1,2 | 100 0,1 20 90
sa 418 |100¥ 80 100 <1,2 | 100] 0,5 80 8¥ | 1000? | 90






